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Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi DUA muka surat yang bercetak
sebelum anda memulakan peperiksaan ini.

Jawab kesemua LIMA soalan. Kesemuanya wajib dijawab dalam Bahasa Malaysia.

1. Terangkan bagaimana proses pendopan mempengaruhi paras Fermi.
(30/r00)

cas di dalam

(30/100)

(c) Pemalar kekisi silikon pada suhu bilik adalah 5.43 A. Apakah ketumpatan
silikon pada suhu bilik.

(40/100)

(a)

(b) Terangkan tiga mekanisma angkutan pembawa-pembawa
bahan semikonduktor.

2- (a)

(b)

Bagaimanakah fenomena pendarkilau boleh terjadi?

Terangkan punca-punca berlakunya runtuh pincang songsang.
(30/100)

(c) Dimanakah paras Fermi, Pq , relatif kepada jalur konduksi bagi satu sampel
silikon terdop dengan 1016 atom As/crn3. Tentukan kepekatan pembawa
minoriti pada 300 K?

(40/100)
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(30/100)
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Terangkan perbezaan di antara litar monolitik dan litar hibrid.

Bagaimanakatr suis diod pnpn berfirngsi?
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7 ,1,
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memberi kesan kepada faktor

(s0/100)

(20l100)

(40/100)

a

a (a)

(c)

(a)

(a)

Terylskan bagaimana rantau kesusutan digunakan untuk mengawal peranti
semikonduktor. Berikan dua contoh y*g b"r."suaian.

(30/r00)

Apakah yang dimaksudkan dengan kesan fotovolta? Bagaimanakatr kesan
ini boleh dimanfaatkan bagi membangunkan peranti semifonduktor?

(30/100)

satu simpangan pn silikon telah di pincang songsang 0.5 v, kirakan lebar

1lgl_t"r,Tl:* jika ketumpaan penerima tbte i.nt du' ketumpatan
penderma l0'" cm-'pada suhu bilik.

ga/r00)

Terangkan parameter-parameter ymg
angkutan tap* transistor pnp.

(b)

4.

(25/r00)

O) Apakatr yffig dimaksudkan sebagai kesan penyesakan emiter dalam
transistor dwikutub?

(2s/r00)

(c) Berapakah arus di jepitan (pinch-off) pada voltan get kosong bagi transistor
kesan medan simpangan (JFET) silikon saluran-n dengai leiar saluran

?"p, pTlrg saluran 20 pm, ketebaran r00 pm, ketumpatan pendermal0'" cm-', ketumpatan penerima l0le cm-3, dan kelincatran elektron
1350 cm2A/-s.

5.

o)

(c) Berapakatr voltan ambang bagi satu kapasitor Mos (semikonduktor oksida
log*n) unggul di atas Si jenis p dengan kepekatan pLnerima iOit c;{;
lapisan silikon dioksida berketebalan 100dA? Pernalar dielektrik relatif
silikon adalah 11.8 dan pemalar dielektik relatif silikon dioksida adalatr
3.9.

(40/100)


